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BD 135 - BD 137 - BD 139

Silizium-NPN-Epitaxial-Planar-Leistungstransistoren
Silicon NPN Epitaxial Planar Power Transistors

Anwendungen: Allgemein im NF-Bereich
Applications: General in AF-range

Besondere Merkmale: Features:
® Verlustleistung 8 W ® Power dissipation 8 W
® Gepaart lieferbar ® Matched pairs available
® BD 135, BD 137, BD 139 sind komple- ® BD 135, BD 137, BD 139 are comple-
mentar zu BD 136, BD 138, BD 140 mentary to BD 136, BD 138, BD 140
Abmessungen in mm www. datasheetcatalog.com
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Accessories z
Normgehause
| | - Case
Isolierscheibe  goq Nr. 110880 12 A 3 DIN 41869

Isolating washer
JEDEC TO 126 (SOT 32)

Gewicht - Weight

Unterlegscheibe 3.2 DIN 195A max. 0,8 g

Washer

Absolute Grenzdaten BD 135 BD137 BD139
Absolute maximum ratings

Kollektor-Basis-Sperrspannung UcBo 45 60 80 V
Collector-base voltage

Kollektor-Emitter-Sperrspannung UcEO 45 60 80 Vv
Collector-emitter voltage |

Emitter-Basis-Sperrspannung Uepo 5 Vv
Emitter-base voltage
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BD 135 - BD 137 - BD 139

Kollektorstrom IC 1 A
Collector current

Kollektorspitzenstrom Iom 1,5 A
Collector peak current

Basisstrom 1 B 100 mA
Base current

Gesamtverlustleistung
Total power dissipation

ramb - 45:0 PtOt 1 W
tease = 70°C Piot 8 W
Sperrschichttemperatur rj 150 °C
Junction temperature
Lagerungstemperaturbereich fstg —565...+150 °C
Storage temperature range
Anzugsdrehmoment M 1) 70 N cm

Tightening torque
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BD 135 - BD 137 - BD 139

Warmewiderstande
Thermal resistances

Sperrschicht-Umgebung RihJA
Junction ambient
Sperrschicht-Gehause Rihic
Junction case
www.datasheetcatalog.com
KenngroBen
Characteristics
tamb = 25°C, falls nicht anders angegeben
unless otherwise specified
Kollektorreststrom
Collector cut-off current
UCB = 30V, Iamb = 150°C [CBO
Kollektor-Basis-Durchbruchspannung
Collector-base breakdown voltage
[C = 1 mA BD 135 U(BR]CBO
BD 139 U(BR)CBO
Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung
Collector-emitter breakdown voltage
IC = 20 mA BD 135 U(BR)CEO 1)
BD 137 U(BR)CEO 1)
BD 139 U(BR)CEO 1)
Emitter-Basis-Durchbruchspannung
Emitter-base breakdown voltage
g = 1pA UBR)EBO
Kollektor-Sattigungsspannung
Collector saturation voltage
IC = 500 mA, IB = 50 mA UCESEH' 1}
Basis-Emitter-Spannung
Base-emitter voltage
Ucg = 2V, Ic = 500 mA Ugg )
Kollektor-Basis-Gleichstromverhaltnis
DC forward current transfer ratio
Ucg = 2V, Ic = 150 mA BD 135 hFEi)
BD 137, BD 139 hFE 1)
Ucg = 2V, I = 500 mA heg )
Fir Paare gilt das Apg-Verhaltnis
hge matched pair ratio
Ucg = 2V, [ = 150mA )
Transitfrequenz
Gain bandwidth product
Ucg = 5V, Ic = 50mA, f= 30MHz fT
1 P
) - = 0,01, tp, = 0,3 ms

Min.

45
60
80

45
60
80

40
40

25

50

Max.
100 °C/W
10 °C/W
100 nA
100 uA
VvV
V
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V
V
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500 mV
1 V
250
160
1,4
MHz



BD 135 - BD 137 - BD 139

* — 1 71813 Ttk
4 |. :
I B am
CBO /
A
10 A
KA 47
T Y
’/
Streugrenze /*_
1 Scattering limit
VoA
i
—1—t7F
0.1 ;7/ !
U‘CB =30V
—~t- * fe- 1
0,01 2
? -' 1 |
0,001
0 50 100 °C
’amb s
* l 71815 Tik
UCEsat
0,8 H
Vv L
g = 10
amb = 25 °C
0,6
Straugrunzu____...--—""/
Scattering limit /
0,4 v
4
¥ 4
h; | * P{ “-f-
0,2 b bl L
H
0
10 100 mA
IC —

www.datasheetcatalog.com

8

5 mA 71408 Ti
e 3.5 mA
e
400 3 mA
mA
2, 9mA
300
2 mA
1,.5mA
200
TmA
10
fBIO.S mA
f.mh;zﬁr“c
]
0 1 2VU :
CE
* [ 172049 711k
| -
BE 1 1
| 4
3 Ucg = 2V TTTT1T1 J
famb = 25 °C
1 |
03 T -
OG22 04 06 a8A
IC ——




BD 135 - BD 137 - BD 139

| e

www.datasheetcatalog.com



